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Uppgift 1

Bestäm kondensatorspänningen uC(t) i stationärt växelströmstillstånd.
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u(t) = 10 cos(105t)V, R1 = 200Ω, R2 = 1Ω, L = 20mH, C = 1µF.

Uppgift 2

I RC-kretsen nedan är R = 1 kΩ och C = 2µF. Brytaren sluts vid t = 0 och kondensatorn är
initialt oladdad.
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a) Bestäm kondensatorspänningen uC(t) för t ≥ 0.

b) Beräkna tidskonstanten τ = RC och tolka svaret.
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Uppgift 3

En sinusformad spänningskälla
vin(t) = 6 cos(1000t)V

matar kretsen nedan. Dioden modelleras med ett konstant framspänningsfall på 0,7V och spär-
rar helt i backriktningen. Kondensatorn är initialt oladdad och har kapacitansen C = 10µF.
Motståndet är R = 100 kΩ.
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a) Bestäm den maximala spänningen som kondensatorn laddas upp till.

b) Härled ett uttryck för hur spänningen sjunker under tiden som dioden spärrar.

c) Vad är den lägsta spänningen över kondensatorn precis innan den åter börjar laddas upp och
hur påverkas detta värde av att kapacitansen minskas?

Uppgift 4 Beräkna inresistansen Rin (småsignal) och spänningsförstärkningen AV = uut/uin
för transistorförstärkaren nedan. rπ = 800 Ω och β = 250. För aktuella signalfrekvenser kan
kapacitansen anses vara stor samt övriga transistorparametrar försumbara.
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R1 = 20 kΩ, R2 = 4 kΩ, RC = 3 kΩ, RE = 200Ω, RS = 50Ω
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Uppgift 5
Småsignalförstärkaren nedan är konstruerad med en NMOS-transistor (anrikningstyp) som bia-
seras med VDD = 4.0V. Bestäm arbetspunkten för transistorn och rita in denna i ett UD − ID
diagram.

Transistordata:

µn = 900 cm2/Vs, Cox = 1.24µF/cm2, W = 5µm, L = 0.65µm, VT = 0.50V.

Nätparametrar:

R1 = 5.6 kΩ, R2 = 1.8 kΩ, RD = 1.2 kΩ, RS = 1.5 kΩ, RL = 1.0 kΩ, C1 = 5nF, C2 = 5nF.
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Antag att kondensatorerna C1 och C2 kan betraktas som öppna kretsar för DC samt att early-
spänningen är mycket hög (λ ≈ 0) och att body-effekt kan försummas.

Uppgift 6

Kretsen i figuren nedan innehåller en ideal operationsförstärkare. Resistanserna har värdet R =
1 kΩ och induktanserna har värdet L = 10mH.

a) Bestäm värdet på R0 så att kretsen svänger sinusformigt.

b) Bestäm svängningsfrekvensen.
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